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Resumo

Lanza, Gustavo; Cremona, Marco. Desenvolvimento de filmes
de ITO para dispositivos organicos eletroluminescentes
invertidos (IOLEDs) e transparentes (TOLEDs). Rio de
Janeiro, 2012. 106p. Dissertagao de Mestrado — Departamento de
Fisica, Pontificia Universidade Catoélica do Rio de Janeiro.

Neste trabalho sao apresentados os resultados da producao e caracterizagao
de dispositivos organicos emissores de luz invertidos (IOLEDs) e
transparentes (TOLEDs). Como eletrodo superior transparente, utilizou-
se o 6xido de indio estanho (ITO), que foi depositado via pulverizacao
catédica assistida por radiofreqiiéncia sobre camadas protetoras organicas
(CuPC) e metdlicas (Aluminio). Para evitar possiveis danos efetuados nas
camadas do dispositivo pelo processo de pulverizacao catédica, as deposicoes
de ITO foram realizadas a baixa poténcia. Primeiramente, os filmes de
ITO foram caracterizados elétrica e opticamente. A seguir, foi estudada a
interagdo entre a superficie das camadas protetoras (CuPC e Aluminio)
e o filme de ITO. Por fim, os dispositivos IOLEDs e TOLEDs foram
caracterizados através de medidas de eletroluminescéncia, densidade de
corrente e luminancia, todas elas, em funcao da tensao aplicada. A partir
destes estudos foi possivel produzir dispositivos IOLEDs sobre substratos
opacos além de dispositivos TOLEDs com transmitancia média de 70 % na

regiao do espectro visivel.

Palavras—chave
Oxidos condutores transparentes; ITO;  Filmes finos; TOLED;

IOLED; pulverizagao catddica;
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Abstract

Lanza, Gustavo; Cremona, Marco (Advisor). Development of
ITO thin films for inverted (IOLEDs) and transparent
(TOLEDs) organic electroluminescent devices. Rio de
Janeiro, 2012. 106p. MSc Dissertation — Departamento de Fisica,
Pontificia Universidade Catdlica do Rio de Janeiro.

This work presents the results of production and characterization of organic
light emitting devices inverted (IOLEDs) and transparent (TOLEDs). As
transparent top electrode, a thin film of indium tin oxide (ITO) deposited
via rf magnetron sputtering was used. The ITO films were deposited
onto organic (CuPC) and metal (Aluminum) protective layers. In order
to prevent the damage incurred on the organic and metal layers by the
sputtering process, the ITO deposition is carried out at room temperature
and under low rf power. First, the ITO films were characterized by
electrical and optical measures. Next, the interaction between the surface
of the protective layers (CuPc and Aluminum) and the ITO film was
analyzed. Finally, the IOLEDs and TOLEDs devices were characterized
by electroluminescence, current density and luminance measures, all as a
function of the applied voltage. From these studies, was possible to produce
IOLEDs devices onto opaque substrates and TOLEDs devices whit average

transmittance of 70% in the visible range.

Keywords

Transparent Conductive Oxides; ITO; Thin Films; TOLED;

IOLED; IOLED;
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Nunca deize o medo de errar impedir que vocé
jogue

A. Einstein
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